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Uprzejmie zawiadamiamy, ze we _
18'stycznia 2011 r., o godz.11:30

w sali 203 (bud. 1) odbedzie sie seminarium, na ktérym

Mgr Witold SKOWRONSKI

Wydziat Elektroniki, AGH, Krakow

wygtosi referat na temat:

»,Wytwarzanie i charakteryzacja magnetycznych
zlacz tunelowych dla zastosowan na komorki
pamieci STT-RAM i ST-oscylatory”

Magnetyczne pamigci operacyjne (magnetic random access memories — MRAM) sa implementowane przy
pomocy magnetycznych ztacz tunelowych (magnetic tunnel junctions — MTJs) wykorzystujacych zjawisko
przetaczania magnetyzacji spinowo spolaryzowanym pradem (current induced magnetization switching — CIMS)
[1]. Zjawisko to wykorzystuje efekt spinowego momentu sity (spin transfer torque — STT). Aktywna czgs¢ MTJ
sktada si¢ z tréjwarstwy CoFeB (2.3)/MgO (0.85)/ CoFeB (2.3) (rozmiary w nm). Z uwagi m.in. na bardzo niska
rezystancje (iloczyn rezystancji przez powierzchnie — RA product - ok. 3 Ohm pm?) MTJ formuje si¢ w postaé
nanokolumn o przekroju elipsy o rozmiarach rzgdu 100 x 200 nm przy pomocy technik litografii elektronowej —
rys. 1. W referacie zostanie oméwiona technologia wytwarzania zlacz tunelowych dla zastosowan w
urzadzeniach elektroniki spinowej, takich jak STT-RAM oraz ST-oscylatory. Na przyktadach przedstawiony
bedzie sposéb charakteryzacji zaprojektowanych uktadéw

Rys.1. Magnetyczne ztacze tunelowe poddane nanostrukturyzacji przy pomocy techniki
litografii elektronowej. Doprowadzenia zapewniaja niska pojemnos$¢ elektryczna, przez
co mozliwa jest charakteryzacja uktadu w zakresie wysokiej czgstotliwosci.

[1] — W. Skowronski et al. JAP 107, 093917 (2010)
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